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DIODE BARITT CU SILICIU DE TIP BX 011y,
BX 012 Y, BX 051 Y, BX 052 Y, BX 101Y, BX 102Y

Dioda Baritt este o structura de tipul dioda Baritt s-a impus in aplicatiile de tip
pr—n—p sau Metal-n-Metal utilizind ca automixare. Dintre aceste aplicalii amintim :
material semiconductor siliciu gi avind pro- pazi si alarmare, detector de proximitate,
prietatea ci prezintd o rezistentd negativa mdasurare vitezd, méasurare distanta ete.

la frecvente inalte (GHz, zeci GHz).

Aceastad rezisten{d negativd de wvaloare
relativ micd (0,2—0,5 Qfatd de 1—2 Qla dio-
da Impatt) poate fi utilizatd pentru genera-
rea i amplificarea de oscilalii. Puterile de
microunde obtinute sint relativ mici (1—10
mW in banda X). Datoritd procesului de in-
jectie al purtatorilor in zona activa de tip n
(trecere peste barierd si nu ionizare prin
avalansa ca la diodele Impatt) diodele Baritt
au spectru mai curat decit diodele Impatt
(proprietdti de zgomot mai bune). De ase- |
menea au proprietdfi net superioare in re- ;
gim de automixare (dioda este si oscilator gi
mixer in acelasi timp) in comparatie cu dio-
dele Impatt si Gunn./1/. La aceeasi putere de
emisie, 10 mW, oscilatorul cu automixare cu
diodd Baritt este capabil sa detecteze un
semnal cu 19 dB mai mic decit cel cu diodd
Impatt si cu 34 dB mai mic decit cel cu dio-
di Gunn /1/. Semnalul minim detectabil

(intr-o band& de 1 Hz) este in jur de — 130, La LP.R.S. Bédneasa prima oscilatie de
— 150 dBm /1/. O altd aplicatie posibila tip Baritt s-a obtinut in anul 1985. S-a dez-
pentru dioda Baritt este aceea de oscilator voltat o tehnologie proprie /2/ tinthd seamsa

local si amplificator cu zgomot redus. Prima
oscilatie de tip Baritt a fost obtinutd in 1972
in SUA si Anglia, dupd care dispozitivul a
aparut si in cataloagele firmei Omni Spectra

de posibilitatile tehnologice existente. Dis-
pozitivul urmeaza sa fie pus in fabricatie
in prima parte a anului 1988. Performantele

(1977). Dupa anul 1980 au aparut in litera- obtinute sint comparabile cu cele din litera-
tura de specialitate zeci de articole, legate turd (tabelul 1). In continuare au fost abor-
de utilizarea diodei Baritt in oscilatoare cu date 2 tipuri de oscilatoare cu diodd Baritt :

automixare. Cu toatd dezvoltarea masivd a
tranzistoarelor de microunde cu GaAs
(MESFET) datoritd simplitafii circuitului,

TDM in tehnologia microstrip (putere gene-
ratd min 1 mW) si TDG cu dioda incapsulata,
pe ghid dreptunghiular (putere generati min.
10 mW). Acestea urmeazi si intre in fabri-

catie tot in anul 1988.




Componente pentru microunde

TABELUL 1

Parametru

VALOARE

BX 011Y BX012Y BX051Y BX052Y BX101Y BX102Y

Tensiunea de lucru

max. 40 V. max. 40 V max. 55 V max. 55 V max. 70 V max. 70 V

)

Curentul de lucru

5..25 mA  5..25 mA 10..35 mA 10..35 mA 10...45 mA 10...45 mA

Putere de microunde gencrald > 1 mW

> 1 mW

>5mW >5mW > 10mW > 10 mW

Banda de frecven{a

Conform tabel II

Eficienta

tip 0,050/ tip 0,05%, tip 0,02V

tip 0,29, tip 0,5%% tip 0,99,

De asemenea ne-am propus realizarea in
anul 1988 a unei diode Baritt in banda 15...
17 GHz (peste 10 mW putere generatd).
Dioda Baritt se polarizeazi cu generator de
curent constant (ca si dioda Impatt) curentul
maxim de lucru fiind de 50 mA. Tensiunile
de polarizare sint intre 20 V 5i 80 V. Datorita
valorii mici a rezistentei negative, acordul
diodei in circuitul de microunde este mult
mai greu de realizat decit in cazul diodei
Impatt. Datoritd pierderilor inerente din cir-
cuit si elementelor parazite (ale capsulei si
circuitului), practic acordul nu se poate rea-
liza intr-o banda de frecventd mai mare de
1 GHz firi o scadere accentuatd a puterii
de microunde generate.

NICOLAE MARIN

TABELUL II

Clasid #2335 Banda de frecvente

A 8. BLGHZ
B 9...10 GHz
C 1011 GHz
D 11. .. 12 Gliz

1. 8. P. Kwok, G. I. Haddad, ,Power limitation in
Baritt Devices®, Solid - St. Electron. 19, 795 (1976).
2. N. Marin, F. Marchidan, C. Tage, ,Procedet
tehnologic de realizare a diodelor Baritt peniru
microunde®. Brevet de inveniie nr. 114255, OSIM
1984,

]

Circuite integrate

BM 747 C/747 E — AMPLIFICATOARE OPERATIONALE
DUALE

Seria BM 747 cuprinde amplificatoare
operationale duale de uz general avind ca-
racteristici similare popularului tip 741. Am-
plificatoarele utilizeaza un etaj de iesire in
clasi AB (pentru distorsiuni reduse) protejat
la scurteircuit. Ele sint compensate in frec-
ventd, intern, au previzute terminale pentru
ajustarea externd a tensiunii de decalaj la
intrare si prezintd o gama larga pentru ten-
siunea de mod comun gi tensiunea diferen-
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{iald la intrare. Cele doud circuite apariinind
aceleiasi capsule sint dotate cu retele de po-
larizare si terminale de alimentare V' inde-
pendente pentru a creste izolarea intre am-
plificatoare si flexibilitatea in aplicatii.
Projectarea acestei serii s-a ficut {inind
seama de cele mai recente tehnici de circuit
pentru aceastd clasa de dispozitive, de ex-
perienta bogatd acumulata la IP.R.S. Ba-
neasa in domeniul amplificaioarelor opera-
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Circuite integrate

tionale si de posibilitatea de a face apel la
facilititi tehnologice moderne, ca de exemplu
implantarea ionicd. Rezultatul a justificat
eforturile. Aria rezultata pentru cipul de si-
liciu este cu 809/, mai redusi decit cea a mo-
delelor standard, ceea ce inseamnd scaderea
corespunzitoare a cheltuielilor unitare pen-
tru fabricarea structurilor acestui ecircuit,
Reducerea dimensiunilor circuitului s-a facut
fird nici un compromis asupra performan-
telor electrice care, pentru o serie de para-
metri, au fost chiar imbunatatite in raport
cu valorile tipice specilicate de alti produ-
citori, Astlel, spre deosebire de modele de
referintd, seria M 747 utilizeazd un etaj de
intrare echilibrat termic realiat cu tranzis-
toare conectate in' grupidri cuadruple cu cen-
troid comun, ceea ce conduce la reducerea
tensiunii de decalaj la intrare si a derivelor

Struetura circuitului B 747

Semnificatia terminalelor

termice, mentinerea unei amplificiri ridicate 11 :
5 S 2 Sk . i s T YA 14, A ar ;
in conditii de sarcind la iesire si imbunata- =) 4. Ajustare VosA
tirea izoldrii intre canale. 2.In (+) A 13. V+ A
Seria BM 747 poate fi utilizata in aplicatii 3. Ajustare Vgps A 12. Tes. A
care cuprind mai multe amplificatoare ope- 4 V- 11, NC
rationale de tip 741 sau in aplicatiile in care L ) :
sint necesare amplificatoare operationale cu 5. Ajustare VgB 10. Tes. B
caracteristici imperecheate. 6. Tn (4) B 9 V+ B
GHEORGHE BALABAN 7.In (—) B 8. Ajustare Vs B
Caracteristici electrice
+5V< Vg 4+ 18V
Parametrul Conditii (¥ 14 C UM
Min. Max. Min. Max
Tensiunea de decalaj la intrare T, = 25%C 3 6 mV
@ = Eae 10° 4 7.5 mV
Curentul de decalaj la intrare Te = 25°C 30 200 nA
0 =< Ty = T°C 70 300 nA
Curentul de polarizare la intrare T, = 25°C 80 500 NnA
@ s Ty, = FOE 210 800 nA
Amplificarea de tensiune Rz > 2KRQ
de semnal mare Ta = 25°C 50 20 V /mV
O < Ty < 70°C 32 15 V/mV
Excursia tensiunii la iesire Vg - + 15 V
Ry > 10 KQ +12 +12 v
Rr > 2K +10 +10 A%
Tractorul de rejectie al tensiunii O = Ty = 70° €
de mod comun Vem = £ 10V 20 70 dB
Factorul de rejectie al tensiunii O Ty = 0 C
de alimentare Vg = +5Via+ 18V 86 i dB
Viteza de variatie a semnalului Te = 25°C 0,25 V/uS
la iegire (SR)
‘Curentul de alimentare T — 25°€ 2,8 2,8 mA

(pe amplificator)
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Aparate de control

MODULE ELECTRONICE PENTRU CONTROL
DIMENSIONAL (MCD)

Introducerea in fabricatie a modulelor
electronice pentru controlul dimensional al
produselor laminate din industria metalurgi-
c#, constituie de fapt o dezvoltare ultericard
a Sistemului Electronic de Control cu Ulira-
sunete (SECU), completindu-se functia de
,defectoscopie a sistemului cu funciia de
,.control dimensional®. Dacid modulele elec-
tronice de defectoscopie pun in evidentd de-
fectul in material, modulele de control di-
mensional masoard cotele obiectului testat
(grosime, diametru, etc.) i semnalizeaza aba-
terile de la cotele nominale. Implementarea
functiei de ,,control dimensional®, in cadrul
instalatiilor de control nedistruectiv, prin
aceste module, realizeazdi o economie consi-
derabild de material, optimizind tdierea ma-
terialului la capete (exemplu : tevi, bare).

Noile module au fost concepute astfel in-
cit s34 existe compatibilitate de interconec-
tare (mecanic si electric) atit intre ele cit si
cu modulele electronice de control defeclo-
scopic (descrise 1n BETA nr. 15).

O configuratie posibild cu MCD cuprinde
urmatoarele tipuri de module :

1. Modulul penfru masurarea (M-MGM)

grosimii materialului

2. Modul pentru masurarea (M-MD)
diametrului
3. Modul de sincronizare (M-5)

(M-ED)
(M-CS)
(M-AD)

4. Modul evaluare defect
5 Modul convertor semnal

6. Modul acumulator defecte

1. MODULUL PENTEU MASURAREA
GROSIMII MATERIALELOR (WI-DAEIVE)

Modulul este comceput pentru masurarea
grosimilor dupd principiul timpului de pro-
pagare al ultrasunetelor, folosindu-se fie
tehnica prin imersiune, fie tehnica rotatiei,
traductorul de masurd fiind cuplal prin apa
1a obicctul ce urmeaza a i testat.

Traductorul functioneazi ca generator de
impulsuri si ca receptor. Timpul de propa-
gare al ultrasunetelor prin perelele. materia-
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Jului este convertit inir-o tensiune liniar va-
riabila, properfionala in modul cu grosimea
chiectului. a

Rezulta :

® percte mai gros : timpul de propagare,
respecliv tensiunea linjar variabild mai
mare ;

@ vperete mai subiire : timpul de propa-
gare, respectiv tensiunea liniar variabila mai
micé,

Voltmetrul digital din componenia mo-
dulului afiseazd valeoarea tensiunii liniar ve-
riabild ca valoare absolutd a grosimil mate-
rialului, sau ca valoare relativa (abatere de
la grosimea nominald). M-M M este conzelal
la modulele de defectoscopie si modulele ce
control dimensional.

Modul menitor

Madul cemitater-receptor




Aparate de control

2. MODULUL PENTRU MASURAREA
DIAMETRELOR (BI-MID)

-MD este astfel conceput incit permite
rec diametrelor exterioare ale tevilor,
utilizind

misura
grosimi de material si
principiul masurdrii timpului de propagare
al ulirasunetelor in diferite medii. Modulul
Tucreazd cu 3 traductoare, douii de misurd
si unul de referin{a.

agistante,

Traducicarele de misvrd se monteazd in
opozitie fatd de obisctul testat. Timpii de
propagare ai pulsului de la fiecare {raductor
la obiectul testat si inapoi este convertit in
doud tensiuni proportionale care se miseara.
O deplasere a axei obiectului testat in planul
de mdsurare este compensatid prin prelucra-
rea diferentiala a semnalelor, astiel incit ma-

surdtoarea ramine corectd.

Peniru a compensa coeficientul termic al
mediului de cuplare (variatia vitezei de pro-
pagare a ultrasunetelor cu temperatura) mo-
dulul este prevéazut cu un traductor de reie-
rintd, care radiazid pe o suprafatd [iza.

3. MOBULUL DE SINCRONIZARE (M-5)

Medulul de sincronizare face parte din
siztemul combinat de detectlie a defectelor si
de masurare dimensionzla. Poate [i coman-
dat atit de frecventa de sincronizdare a unuia
din modulele de defectoscopie cit si de im-
pulsurile de sincronizare generale de capul
de rotatie (metoda rotafiei).
prezintd doud moduri de lueru :

@ extern : echipamentele de defectoscopie
,i madasurare dlmf‘ntxmmla sint le(]DI}lZEUC
nindoui de capul rotativ ;

@ intern : frecventa dn sincronizare a
echipamentului de defectoscopie sincronizea-
za e:l ipamentul de méasurare dimensionald.

In ambele meduri, M-8 limiteazi thcuem
ta semnalului de intrare la circa 1 sau b KHz,
la horna de iesire. Cu aceastd noud f{rec-
venta se sincroniz intrezul sistem de
maéasurare dimensionald,

4, MGDULUL ¥ n* *%ZUAT{:”&

e e e e
DEFECT 1;2;402’:

8 pufea delermina daca
a diametrului, rosimii
i pul de

valoarea
peretelui,
toleranta

ajutorul acestui modul, care contine 4 canale
independente, se poate comanda un registru
de deplasare pentru marcarea zonelor cu
defecte, sau alte unitéti de prelucrare a sem-
nalelor cum ar 1i de exemplu un calculator,

Semnalele de tip defect sizlt disponibile
fie individual, fie sumate.

5. MODULUL CONVERTOR SEMNAL
(M-CS)

M-CS se utilizeazd ca interfatd intre mo-
dulele de masuriri dimensionale (care furni-
veazd semnale cu variatie rapidd) si inregis-
tratorul grafic sau calculator, Modulul con-
{ine 3 canale identice (grosime perete, dia-
metru exterior si diameiru interior). Fiecare
canal constd in 2 circuite de memorare ana-
logicd, cite unul pentru maxim si respectiv
minim.

Atita timp cit amplitudinea semnpalului
creste, sau se mentine constants, semnalul de
iegire urmareste intrarea. In cazul in care
semnalul descreste, ultimul maxim este me-
morat 20 ms. Stergerea memoriei poate fi
suprimatd daca in acest timp semnalul creste
din nou,

Amplificarea globala a modulului este
unitara.

6. MODULUL ACUMULATOR DEFECTE
(Mi-AID)

R P

Functia ,,acumulatorului de defect“ este
de a interpreta impulsurile formate de cétre
modulul C.S., comparindu-le cu un anumit
numér maxim admisibil de defecte, presta-
bilit inigial din exterior, gi de a emite la
iegire un impuls de duratd fixd, necesar
unor prelucrdri ulterioare.

Acest lucru se realizeazd cu ajutorul unor
registre de deplasare comandate de circui-
tele de temporizare a ciror durata, controlata
de constantele de timp respective, este in
concordanti cu frecvenia de emisie-receptie
a traductoarelor.

Atit intririle cit si izsirile sint izclate
galvanic prin intermediul optocuplearelor. Un
sistem MCD cuprinde sase astfel de module
dispuse pe 3 plici, e existind pmlbﬂltatea su-
miérii celor sase semnale rezultate la jesirea.
fiecdrui modul.

MARIN DOBRE
NICOLAE AVRAM
VASILE PETRIA
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CONVERTIZOR DE FRECVENTA DE 200 W

Autoutilarea de la IL.P.R.S. BANEASA a
ajuns, in ultimii ani, o prezentd tehnica tot
mai remarcatid in activitatea de proiectare si
executie de echipamente tehnologice speci-
fice industriei electronice. Cererile de a exe-
cuta asemenea echipamente si pentru alte
intreprinderi sint din ce in ce mai frecvente,
depasind cu mult capacitatea noastrd de lu-
cru. .

Recenta intilnire (schimb de experienta
eu colective similare) a dovedit, o data in
plus, ca si din acest punct de vedere 1.P.R.5.
BANEASA se afld pe un drum bun, infele-
gind cum trebuie organizatd si condusa
aceastid activitate. Astfel de intilniri le con-
sideram ca un real pas inainte, in dorinta
de a evita paralelismele, de a ne sprijini re-
ciproc penfru a realiza echipamente tot mai
competitive.

O realizare de ultim# ord, care ar putea
conduce la promovarea in fabricatie de serie
a unui nou produs, util multor beneficiari
detinatori potentiali sau viitori, de tehnica
de caleul, este convertizorul de frecventi de
200 W. Acesta este un modul de putere des-
tinat alimentirii in conditii de tensiune si
frecventd stabilizate a unitdtilor de disc din
calculatoare. Folosirea lor este uneori defi-
citara datoritd instabilitatii frecventei re-
telei.

in conditiile in care sint deja livrate mii
de asemenea unitati de calcul folosirea con-
vertizorului ar solutiona problema fard nici
o modificare internd. Modulul propus se in-
terpune pe releaua de alimentare a unita-
tilor de disc. El asigura performantele :

Ujesire — reglabil intre 195.. .263 V
+ 10/, ventru

Winsine == £99x w230 ¥

ol g

—1
rasra s %7

P,uTEHE

iAo

fiesire — reglabil intre 46...54 Hz =+
0,59/, pentru
fr’n.frun’ = 45,..588 Hz

L

Schema prezentatd in figura 1
dintr-un stabilizator reglabil de inalta ten-
siune protejat, realizat cu tranzistoare BU
526 si BF 459 (T2 si T3) si un tiristor pen-
tru decuplare (Ty 1), un oscilator de putere,
un montaj in punte cu 4 perechi BU 256-
BF 459 (T7...T15), atacate cu optocuploare
(T5, T6, T13, T16, LED 1... 4) pentru a evi-
ta folosirea tranzistoarelor PNP de inalta
tensiune, si un oscilator de excitatie reali-
zate cu 555 (Ip) urmat de un bistabil 8
(Ics) formator de unda patrata.

consta

Solutia tehnicd propusd prezinta urma-
toarele avantaje si particularitati :

® se genereazi oscilatia de putere fara
transformator direct din reteaua redresala.
De aici gabaritul redus (3003<100Xx120 min)

® oscilatorul de putere foloseste numai
tranzistoare NPN de inaltd tensiune aflate
in productia curenta.

® toate componentele si materialele fo-
losite sint fabricate in tara.

@® perturbatiile introduse in refea au fost
masurate, Sint de foarte micd amplitudine,
mult sub limita admisa.

® ansamblul este protejat la suprasarcini
prin decuplarea sursei, cu posibilitdti  de
rearmare.

VLAD CIULEX
EUGEN VRABIE

ANATOR
|

DI ATOR

—|eeac s arseur
— A S AR A TUNESS

Sehema bloe a convertizorului
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Condensatoare

CONDENSATOARE CU DIELECTRIC POLIPROPILENA
PENTRU TEHNICA DE CALCUL

Introducerea tehnicii de calcul in mulfe
domenii de activitate a impus asimilarea in
tard a componentelor electronice destinate
acestei aplicafii. In acest context, Intreprin-
derea de Calculatoare Electronice ne-a soli-
citat condensatoare cu tensiunea nominald
1000 Vee si cu performante deosebite, simi-
lare celor produse de firma SPRAGUE.,

Avind in vedere cd nici unul din con-

densatoarele aflate in fabrieatia curenta nu

indeplinea conditiile cerute de beneficiar, s-a
trecut la proiectarea si realizarea unui nou
tip de condensator, utilizind o constructie
speciald. Aceasta constd din folosirea ca die-
lectric a foliei de polipropilena care asigura
o tangentd a unghiului de pierderi foarte
mica (de ordinul 10™%), iar ca armaturi folia
de poliester metalizatd dublu fata. Pentru
realizarea tensiunii nominale de 1000 Vcc
s-a utilizat procedeul inserierii a doua sec-
{iuni direct din bobinaj prin folosirea unei
arméituri din folie de poliester metalizata
dublu fatd cu benzi. In sectiune, bobina unui
condensator este prezentatd in figura 1.

Contactele sint realizate prin pulveriza-
rea capetelor bobinelor cu zinc si  cositor.
Intreg ansamblul este incapsulat ‘.]:"?'l tub din
polipropilend prin procedeul de mulare.

Condensatoarele astfel obiinute au para-
metrii ‘comparabili cu cei produsi de firma
SPRAGUE, dupd cum se vede in tabelul 1.

In prezent condensatoarele au depdsit cu
succes probele de fiabilitate si au intrat in

fabricatie de serie.

MAGDALENA GHEORGHITA

banda nemetalizata

/s

[ " folie poliester
metalizata pe
ambele fele

| folie de
polipropilena

Caracteristici

Condensatoare tip PCE produse
la I.P.R.S.

Condensatoare produse de firma
SPRAGUE

Capacitate

33 nF, 47 nF, 56 nI

33 nF, 47 nF, 56 nF

Tensiune nominala

1000 Vee

800 Vece

Categoria climatica

25/085/21

55/085 /-

Tangenta unghiului de pierderi
la 20°¢C, 50 Hz

max, 5t

max. 1x 10—

Rezistenta de izolatie la 20°C,
500 Vee dupa 1 minutl

min. 10000 M Q

min. 10000 M O

‘Gabarit

@ 1635 pentru toale valorile

@ 17,833 pt. 33 al
& 17,8¢43,2 pt. 47 nF
@ 20,3x43,2 pt. 56 nF
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Condensatoare

Condensatoare electrolitice fo

Condensatoarele electrolitice cu aluminiu
sint utilizate de reguld in circuite de filtraj,
cuplare, pentru stocarea energiei, sau in sche-
mele in care este necesard o reactanti ca-
pacitivd. Aceste functii sint adesea aplicate
in circumstante specilice, care conduc la so-
licitarea, de citre utilizatori, a unor perfor-
mante deosebite. G

Producdtorii au sesizat aceasti tendintd,
reactia lor manifestindu-se prin  aparitia
componentelor speciale aldturi de conden-
satoarele electrolitice uzuale. Astfel a apirut
necesitatea existentei unor norme generale,
care s caracterizeze cele doud clase de com-
ponente si care sd ofere utilizatorului ga-
rantii rezenabile,

Aceste informatii au fost sistematizate in
recomanddrile CEI referitoare la condensa-
toare electrolitice, conventie la care au ade-
rat majoritatea fabricantilor de componenie,

In general, standardele aliniate la CEI,
precizeaza valorile parametrilor componen-
telor, conditiile in care se misoard, probele
la care sint supuse piesele, specificate pen-
tru doua mari clase :

® condensatoare electrolitice de uz gene-
ral

® condensatoare electrolitice ,,long life*

Ne vom limita in acest articol la analiza
posibilitatilor de realizare a unor componente
cu durata de viatd imbundtatitd (tipul ,,long
lifet),

Clasificarca directiilor de acliune necesi-
td o analiza succintid a functiondrii conden-
satorului electrolitic,

Spre deosebire de celelalte componente si
dispozitive electronice, functionarea conden-
satorului electrolitic are la bazi mecanisme
de reactie electrochimice caracterizate de
procese de conductie ionicd. Rezultd o epui-
zare In timp a componentilor sistemului
Al—AlQOs— electrolit prin transformarea lor
in produse secundare de reactie, durata de
viatd a condensatorului fiind determinata de
intensitatea acestor reactii chimice.

In momentul de fati nu existi o teorie
completd, care si descrie unitar mecanismele
intime de functionare a ,heterojonctiunii*
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Al-ALOs- electrolit, modalitatile disponibile
de abordare fiind in mare misurd empirice.
Se accepta ideea ca funclignarea acestor
dispozitive este caracterizatd de stabilirea
unui echilibru dinamic intre procesele de di-
zolvare a dielectricului (ALOs) si de regene-
rare prin oxidare electrochimica.
Legea care guverneaza nivelul activititii
chimice (K) este de tip Arrhenius :
K=A exp (—E/KT)

unde
A == constantd pentru un sistem dat ;
E = cnergie de activare, caracteristica
pentru un sistem dat ;
K == constanta gazelor ;
T = temperatura sistemului.

Modelul de functionare descris mai sus
ne conduce la urmétoarele directii de abor-
dare a posibilitatilor de realizare a unor com-
ponenti de tip ,.long life' .

a) 'Cresterea unui strat mai gros de Al:Os,
ceea ce va conduce la o duratd de functionare
mai mare, privind prin prisma reacfiei de
dizolvare a dielectricului.

b) Utilizarea unor electroliti mai putin
agresivi, materiale si semifabricate mai pure,
actionind astfel asupra constantelor A si E
din formula activitatii chimice.

¢) Metode de sciidere a temperaturii in-
terne iIn condensator in timpul functiondrii.

d) Etansarea mai bund a componentelor:
pentru evitarea pierderilor de electrolit in
afara reactiilor care stau la baza functionarii
condensatorului.

Se impun citeva consideratii de ordin ge-
neral relativ la modalititile de rezolvare
propuse :

® Simultan cu cregterca grosimii stra—
tului de oxid, capacitatea electricd specifica
scade. Aceasta ne conduce la alternativa :

— condensatoare de gabarit mai mare

comparativ cu cele de uz general ;




Condensatogre .

— tehnologii noi de prelucrare in scopul
cresterii suprafetei specifice a anozilor de
Al, care sa suplineascd pierderea de capaci-
tate electrica.

@ Se cunosc retetele unor electrozi spe-
ciali mai putin agresivi, dar la aceastid data
componentele chimice nu sint asimilate in
fard. Pentru problemele ridicate de calitatea
si puritatea materialelor se poate actiona atit
asupra furnizorilor, cit si asupra acuratetei
procesului tehnologic.

® Sciderea temperaiurii interne a con-
densatorului si realizarea une;i etanseitdti mai
bune, impun reproiectarea componentelor si
noi tehnologii de montaj.

In concluzie, pentru obtinerea unor com-
ponente mai performante, exceptie fiind so-
Jutia care propune condensatoare de gabarit
mai mare (nu prea fericitd) toate celelalte
presupun investitii in tehnologii noi.

Acest lucru a constituit si constituie o
preccupare constantd a intreprinderii noas-
tre, concretizatd prin demararea unei investi-
{ii substantiale in domeniul condensatoarelor
clectrolitice. Tehnologiile care urmeazd a fi
implementate, vizeazd In primul rind obti-

nerea unor componente de tip ,long life”,

In continuare prezentam principalele obi-
ective abordate :

@ Asperizarea folisi de aluminiu in cu-

rent alternativ, cu urmétoarele consecinte :

— Se micsoreazd grosimea foliei cu circa

409 ;

— se obtin componente ce pot functiona

la 'i.'recvent,c ridicate (aproximativ 20 kiiz).

@ Asperizarea foliei de aluminiu ecrui-

zate (starea HH), obtinindu-se astfel capaci-

tati specifice cu aprox. 500/(\ mai mari decit

la procedeul actual. Rezults
ririi stratului de ALO; depus si implicit rea-
lizarea unor condensatoare tip ,long life% in
gabaritele actuale.

@& Oxidarea elecironici a foliei ancdice

in instalatii cu trei trepte de reactie, coea ce

osibilitatea mi- -

conduce la obtinerea unui oxid de aluminiu
stabilizat.

® Introducerea unor masini de coasere-
bobinaj cu conexiuni multiple, cu urmitoa-
rele efecte :

— Imicgorarea rezistenlei serie ‘echivalen-
te (ESR) a condensatorului ;

— posibilitatea cresterii curentului ondu-
Jatoriu maxim admisibil ;

—— cresterea duratei de viatd a compo-
nentelor.

@ Generalizarea tehnologiei de montaj
tip ,,tehnicd de calcul® (seriile EP si ETF).

® Introducerea procedeului de fixare a
bobinei in tub prin deformarea (nervurarea
tubului), ceea ce va conduce la obtinerea
unel mai bune disipatii termice In timpul
functiondrii componentei.

@ Se va actiona cu consecventa in direc-
tia imbundtitirii parametrilor calitativi si
semifabricatelor utilizate si a acuratelei pro-
ceselor tehnologice.

In concluzie, se poate alirma cu certitu-
dine cd, finalizarea acestei investitii la con-
densatoare electrolifice va asigura, cel putin
pentru componentele de joasi tensiune (pind
la 100 V) alinierea la standardele .,long life,
categoria climatica 40/85/36.

Trebuie ficutd totusi o precizare, care
oricit de neplicutd ar fi, este necesari, Com-
ponentele obtinute de fabricanti cu reputatie

au atins performante deosebit de ridicate,

ajungidu-se ca in mementul de faia se
ofere pentru aplicatii de uz general conden-

sateare ,long life®

. Pentru cele speciale

depdsesc prevederile normelor CEI, dar
sint marcate In aceeasi cat-;—t;;o* e climatica

(40/35/56 de ex.). In aceste

583 considerdm ca sarcind minnm:

la standardele de tip ,,long

penira aplic
herare int

ras
eel L

SANDU DANIEL

17/BETA




LUCRARILE SESIUNII ANUALE DE COMUNICARI
STIINTIFICE ,BETA“ EDITIA A 9-A

S-au desfigurat in LP.R.S. BANEASA
lucrdrile Sesiunii Anuale de Comuniciri
Stiintifice ,,Beta® — editia a 9-a, organizata
sub patronajul Consiliului Oamenilor Mun-
cii, Comitetul Sindicatului si Comisiei Ingi-
nerilor si Tehnicienilor din intreprindere.
Sesiunca — intratd deja in frumoasele tra-
ditii ale IP.R.S. BANEASA — s-a dovedit
a i un adevirat forum al creatiei tehnico-
stiintifice din intreaga intreprindere,

Pentru prima datd s-a editat, in condifii
gralice deosebite, un volum cu lucrarile pre-
zentate la Sesiune. Scopul acestui volum este
dublu : imbogét{irea patrimoniului documen-
tar propriu si popularizarea adecvati a tve-
zultatelor raportate, precum si — de ce nu ?
— a autorilor acestora.

La iInceputul celui de al cincilea deceniu
de la epocala inventare a tranzistorului,
I.P.R.S. BANEASA se regiseste cu mindrie
ca intreprindere etalon In industria electro-
nicd roméneasca. Istoria de peste un sfert
de veac a I.P.R.S. BANEASA se identificd
practic cu perioada de dezvoliare a electro-
nicii moderne din tara noastrd, bazata pe
utilizarea dispozitivelor semiconductoare si
a circuitelor integrate a caror fabricatie au-
tohtond a debutat in intreprinderea noastra.
Astazi marca ,,B" este bine cunoscutd in tara
s1 peste hotare, atit in domeniul componen-
telor electronice, cit si in cel al aplicatiilor
industriale prin care se valorificd superior
propriile componente,

Daca punctul de pornire al I.P.R.S. BA-
NEASA l-au constituit licentele de fabrica-
tie si importurile de materiale, astdzi princi-
pala resursa practic inepuizabild, care Ii con-
ditioneazd progresul si dewzvoltarea, consti
in propria ,materie cenusie“. Obiectivul
prioritar al intregii intreprinderi, con-
std In valorizarea maxima a creativitatii teh-
nico-stiintifice a specialistilor din intre-
prindere, a tuturor oamenilor muncii. Teh-
nologiile actuale avansate, spectrul deosebit
de larg de produse puse la dispozitia bene-
ficiarilor, performantele si ralitatea la nive-
lul exigentelor impuse pe plan mondial con-
stituie astdzi aproape in totalitate rodul pro-
priei activitdti creatoare, caracterizati de
inaltd competentd si eficientd. Realizarile
I.P.R.S. BANEASA in promovarea si stimu-
larea demersurilor inventiv-inovative au fost
recunoscute prin acordarea locului I pe sec-
tor si pe capitald, pentru acest tip de acti-
vitati.

Comisia inginerilor si tehnicienilor este
direct implicatd in organizarea, desfdsurarca
si stimularea creatiei tehnico-stiintifice pro-
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prii. Pe acest plan, aldturi de bogatul pal-
mares al [.LP.R.S. BANEASA in privinta in-
ventiilor, inovatiilor, rationalizdrilor, docto-
ratelor, publicatiilor stiintifice, participarilor
la conferinte si simpozioane stiintifice, a
devenit traditionald dezbaterea anuald a ce-
lor mai importante realizari ale specialistilor
din intreprindere in cadrul Sesiunii de co-
municari stiintifice ,,Beta®.

Sesiunea a debutat cu o lucrare invitata.
Dr. ing. A. Rusu a prezentat un concept no-
vator de realizare a unei functii de dispozi-
tiv obfinutd pinad in prezent pe baza alfor
principii : ,,Structura varicapfunctionala®,
in care, in locul capacititii de barierd, se
utilizeazd capacitatea de difuzie in scopul
obtinerii unei capacitdli variabile cu tensi-
unea. Auditoriul a avut privilegiul si 1 se
dezviluie in premierd un posibil nou dispo-
zitlv semiconductor, realizabil in  viitorul
apropiat.

Sesiunea a continuat cu cele 13 comuni-
cari stiintifice regulate, selectionate din 20
de lucrari propuse, Criteriile de selectie au
fost severe si au finut cont de valoarea teh-
nico-stiintificd, eficienta economicd, stadiul
realizarii practice (punerea in aplicare in
productie), nivelul prezentirii si modul de
redactare.

In volumul de lucradri, comunicirile au
fost grupate tematic. Lucrdrile: , Tranzis—
toare de foarte mare putere cu dioda de ex-
tractie integrata* (Autori : 1. Ghita, D. Sdru-
lla, 5. Georgescu) ; ,,Aspecte tehnologice ale
realizéirii franzistoarelor Darlington® (M.
Ohanesian, A. Veron, D. Sdrulla) ; , Analiza
defectelor de volum la tranzistoarele cu si-
liciu de putere” (A. Creanga, T. Mochi);
,Cresterea performantelor tiristoarelor de
mare putere prin iradiere cu electroni de
energie inalta* (V. Banu), au scos in eviden-
ta ultimele realizari proprii, deosebit de in-
teresante si cu un inalt grad de originalitate,
in domeniul foarte modern al dispozitivelor
de mare putere. Lucrarea ,,Analiza tehnolo-
giilor de contactare a structurilor semicon-
ductoare in module de putere cu izolare de
potential® (M. Peleanu, D. Sdrulla, S. Geor-
gescu), rezultat al unei fructuoase colabordri
intre sectiile 2300 si 2500, a demonstrat ci
I.P.R.S. BANEASA tine pasul cu tendintele
mondiale de incapsulare modulara a dispo-
zitivelor de putere. Preocupérile pentru a
oferi solutii de protectie a dispozitivelor de
putere, extrem de costisitoare, in aplicatiile
specifice, sint ilustrate de lucrarea ,,Dioda
de protectie a tiristoarelor la supratensiuni‘®
(A. Nichita, M. Udrea Spenea).
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O privire sintetici asupra unei familii
aparate de circuite integrate, realizata prin
efort tehnologic si de proiectare propriu este
realizatd in lucrarea ,Dezvoltarea seriei de
circuite LS in LP.R.S. BANEASA“ (D. Sere-
meta, E. Sufaru, F. Pera).

Lucrarea ,,Caracterizarea risinilor epoxi-
dice de incapsulare pentru dispozitive semi-
conductoare in medii umede (M. Ciobanu)
si-a propus defrisarea unor aspecte din do-
meniul deosebit de critic al dispozitivelor se-
miconductoare prin investigari semnificative:
incapsularea in plastic '

O incercare originalid de abordare tehno-
logicd a condensatoarelor electrolitice este
propusé in lucrarea ,,Studiul contactelor prin
presare pe aluminiu — posibilititi de utili-
zare in tehnclogia de fabricatie a condensa-
toarelor electrolitice (D. Sandu).

Prin lucrérile ,,Sursi stabilizati de inalts
tensiune® (M. Luca, Gh. Pristavu) 51 ,,8ursd
de comutatie pentru alimentarea microcal-
culatoarelor (A. Cozar, C. Mateescu, Gh.
Pristavu, M. Luca) autorii au demonstrat
inca o datad cd I.P.R.S. BANEASA a pitruns
cu aplomb in domeniul aplicatiilor electro-
nice profesionale, valorificindu-si  supericr
propriile produse.

Preocuparile continue de autodotare i
modernizare a bazei tehnico-materiale prin
efort creator propriu se regisesc in lucririle
»Manipulator automat pentru sortarea dio-
delor RAG“ (I Gheorghe, P, Dumitrescu) ;
»Sistem automat transfer plachete® (M. Ve-
reg, A. Bratu).

La Sesiune au participat ca ‘invitati, in
numdr mare, specialisti din IL.P.R.S. BANEA -
SA, din Platforma Béneasa, din intreprin-
deri beneficiare ale I.P.R.S. BANEASA, re-
prezentanti ai forurilor tutelare si ai unor
organe de presi de specialitate. Cele mai
valoroase lucriri au fost premiate si vor fi
publicate in revista ,Electronica si Auto-
matica®,

Din prezentari, din cuvintele participan-
tilor, din interventiile directoruluj intreprin-
derii, cit si din volumul de lucrdri, a reiesit
clar profesionalismul colectivulyj tehnico-
ingineresc din I.P.R.S. BANEASA. realismul
i spiritul practic in abordarea tematicii de
cercetare-proiectare, dorinta vie de a pune
in valoare capacitatea creatoare proprie in
domeniul atit de dinamic al industriei elec-
tronice. Sesiunea s-a incheiat cu invitatia
pentru editia a 10-a a Sesiunii »Beta“, 1989.

PETRU ALEXANDRU DAN

ELECTRONICTEST

Preocuparile pentru verificarea nivelului
de pregétire al oamenilor muncii au deter-
minat lucratorii de la cobinetul de protectie
a muncii, din LP.R.S.-BANEASA, si caute
un mijloc tehnic care i fie eficient siosa
inlature subiectivismul in aprecierea Cunos-
tintelor,

Electronictesi cste un montaj electrenic
cu ajutorul ciruia poate fi testats orice ca-
tegorie de personal, atit in domeniul protec-
tiei muncii cit si in domeniul profesional.

Montajul poate fi folosit cu succes gi in
Pprocesul de invitimint intensiv. ¥l e
Pposibilitatea verificivii cunocstintelor perso-

f:

i i

nalului direct la locul de munecd sau in ca-
drul atelierului respectiv, nemaifiind nece-
sard deplasarea la cabinetul de protectia
muncii,

Secventele oricirui test pot fi programate
cu multd usurintd si folosite de un numir
nelimitat de ori.

Placa de programare este codificati —
gen gah — pentru usurarea programérii si
depistarii rapide a intrebdrilor din foaia de
testare,

Exploatarea instalatiei Electronictest este
simpla si are o fiabilitate mare.

In procesul de invétare, cu ajutorul cre-
ionului electric se atinge succesiv fiecare
contact si se urmaregte afisajul. Rezultatul
este pozitiv sau negativ dupi cum raspunsul
este corect sau eronat. -

Tn procesul de testare afisajul este aco-
perit, pentru a nu da posibilitatea subiectu-
lui sd recupereze punctajul pierdut si se
aling succesiv rdspunsurile considerate co-
recte. Rezultatele se Insumeazi algebric,

Electronictest suscitd interes la toate co-
tegoriile de cameni ai muncii, a fost apreciat
la concursvrile de protectia muncii unde a
obtinut locul intii si a fost acceptat ca ino-
vatie. El a intrat In productia de serie si
poate fi obtinut printr-o comandi adresata
la L.P.R.S. Béneasa.

VASILICA MUSCALU
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Teze de doctorat
GHITA ION :

FENOMENE SPECIFICE INTERACTIEI IONILOR

GREI CU SEMICONDUCTORI: APLICATII LA

IMPLANTAREA IONICA IN TEHNOLOGIA DIS-
POZITIVELOR SEMICONDUCTCARE

Data susfinerii : 19 decembrie 1987
Coordonator gtiinfific : Prof. univ, dr. Grecu Voicu

Aflatd la granita dintre fizica atomica si
nucleard si fizica corpului solic, lucrarea tra-
teaza, teoretic si experimental, problema in-
teractiei ionilor grei cu semiconductorii, cu
aplicatie directd in tehnologia dispozitivelor
semiconductoare.

Marimile caracteristice procesului de in-
teractie sint prezentate intr-un cadru sinte-
tic ce grupeazd modelele teoretice utilizate
in lucrare si datele experimentale din lite-
ratura de specialitate.

Folosind tehnici de investigare ca : oxida-
rea anodicd cuplatid cu mdisurarea rezistentei
supertficiale, relevarea chimica si microscopia
opticd si electronicd, méasurarea curentilor
reziduali ai jonctiunilor, elipsometria, sint
determinate profilele ionilor de bor si fosfor
implantati in Si si sint studiate mecanismele
care guverneazd procesul de revenire a de-
fectelor generate de impantarea ionicd in re-
teaua cristalind a semiconductorilor. Aceste
rezultate sint incadrate in modele teoretice
care explicd unitar fenomenele fizice obser-
vate atit in procesul activirii electrice a im-

DAN MIHAI LUCA :

CIMPURI ELECTRICE SI TERMICE IN DISPO-
ZYTIVE SEMICONDUCTOARE DE PUTERE

Data sustinerii : 22 ianuarie 1988

Coordonator gtiinfific : Prof. dr. doc. ing.
ANDREI TUGULEA

Teza de doctorat sintetizeaza contributii
originale in domeniul investigarii electroter-
mice a dispozitivelor semiconductoare de pu-
tere (DSP). Aceasta activitate are o continui-
tate de peste un deceniu, fiind axata in
principal pe rezolvarea problemelor teoreti-
ce si experimentale, de interes practic, din
producfie DSP si circuite integrate (CI). Be-
neficiarul direct al cercetdrilor este indus-
tria roméaneascid de componente electronice.

puritdfilor implantate cit si in cel al reve-
nirii retei semiconductorului.

Pentru investigarea nivelelor energetice
introduse de defectele de iradiere in banda
interzisd a semiconductorului a fost conce-
put si realizat un lant de masurd asistat de
calculator, care permite determinarea loca-
lizdrii energetice a nivelelor prin tehnica
curentilor termostimulati (CTS).

Metoda de analizd a semnalelor CTS este
noud si foloseste un algoritm de calcul bazat
pe elemente de programare nelineard. Prin
minimizarea unei functii de mai multe varia-
bile, metoda propusad permite calculul carac-
teristicilor nivelului energetic studiat. In
plus, fatd de metodele cunoscute, permite
analiza semnalelor CTS complexe, rezultate
in urma suprapunerii raspunsului unor nive-
le cu separare energetica mica.

Studiul efectuat in lucrare constituie su-
portul teoretic si experimental al aplicérii
implantarii ionice in productia de serie
a dispozitivelor semiconductoare la LP.R.S.
BANEASA. Au fost realizate diode varicap,
tranzistoare de inalti frecventd, contacte oh-
mice si plusiiri controlate, diode Zener, diode
magnetice de mare sensibilitate, tranzistoare
cu efect de cimp cu poartd jonctiune, tran-
zistoare MOS de putere, etc.

Prin aceste aplicatii, multe dintre ele
constituind obiectul unor brevete de inventii
sau inovatii, a fost fructificati cercetarea
efectuata in cadrul acestei lucréri.

In lucrare se efectueazid un studiu teo-
retic si experimental al regimului electro-
termic al DSP, cu implicatii in caracteriza-
rea, proiectarea si optimiarea constructiei
diodelor si tiristoarelor de putere. Sint evi-
dentiate, pe baza formuldrii macroscopice a
ecuatiilor semiconductoarelor, expresiile dis-
tributiei pierderilor de putere in dispoziti-
vele semiconductoare, justificate din punct
de vedere fizic. Algoritmul de analizd elee-
trotermica a DSP, descris in lucrare, consti-
tuie un instrument de investigare teoretica,
atit a regimurilor de lucru limita a DSP,
evidentiind fenomenele caracteristice distru-
gerii diodelor si tiristoarelor de putere prin
suprasarcind de curent, cit si a corelatiei din-
tre comportamentul electrotermic al DSP in
regim de conductie si parametrii mecanici si
de material.

La aparitia acestui numdr au colaborat:
ADRIAN SORIN NASTASE — redactor sef, VLAD
CIULEI, TUDOR DUNCA, MAGDALENA GHEOR-
GHITA, SORIN NEGRU, AURELIA NASTASE
(secretar de redactie)) GETA LUPU (desene),
GABRIEL DONCIU (foto), LIVIA DINCA (dacti-
lografie), AURELIA GEORGESCU (dactilografie).

Pentru orice informatii tehnice suplimentare bene-
ficiarii se pot adsesa la redactie, telefon 364.

"LP.R.S. BANEASA, Str. Iancu Nicolae, 32, 72996
Bucuresti, telefon 33.40.50
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